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本研究考察了 CVD 生长过程中，钨源温度 T(W)与生长温度 T(grow)各自对

成核速率的调控，如图 S1 所示。当 T(S)设定为 500 K，生长温度为 1200 K，随

T(W)从 900 K 升高到 1600 K，WS2 的成核速率从 1.51×109 cm-2⋅s-1 大幅降低至

3.28×10-1 cm-2⋅s-1。当前驱体钨源和硫源温度分别固定在 1300 K 和 500 K 时，随

生长温度 T(grow)从 800 K 升高到 1400 K，WS2 的成核速率从 2.16×10-3 cm-2⋅s-1

升高至 5.33×107 cm-2⋅s-1。 

 

图 S1.  当 T(W)和 T(grow)独立调控时，WS2 簇的成核速率与(a) T(W)和 

(b) T(grow)的关系 

Fig. S1  When T(W) and T(grow) are independently regulated, the relationship 

between the nucleation rate of WS2 clusters and (a) T(W) and (b) T(grow). 
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